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Nitridiniai puslaidininkiai yra tyring¢jami jau kelis
desimtmecius, siekiant pritaikyti juos fotoniniy
prietaisy — §viestuky ir lazeriy — gamyboje. InGaN/GaN
kvantiniy duobiy panaudojimas aktyviojoje srityje leido
sukurti auksto efektyvumo Sviestukus, emituojancius
mélynoje spektro srityje, taciau efektyvumas stipriai
krenta emisijai Zalioje spektro srityje. Emisijos spektro
poslinkis paprastai pasiekiamas, didinant indzio kiekj
InGaN lydinyje, taciau tokie dariniai pasizymi prastesne
struktiirine kokybe, didesne defekty koncentracija.
Didesnis indzio kiekis taip pat lemia stipresnj vidinj
elektrinj lauka bei didesnes sudéties fliuktuacijas — abu
Sie efektai stipriai jtakoja krOvininky pernaSos ir
rekombinacijos procesus. Nors nuolatinis auginimo
technologijos tobulinimas leidzia gerinti kokybe, o
dariniy struktiiros modifikavimas jgalina keisti optines
savybes, vis dar yra ieSkoma optimalaus auginimo salygy
ir optiniy savybiy derinio.

Siame darbe buvo tiriama priverstinés spinduliuotés
parametry koreliacija su indzio kiekiu ir/ar kvantinés
duobés plociu InGaN/GaN dariniuose. Buvo tirtos trys
bandiniy grupés — InGaN epitaksiniai sluoksniai su
skirtingu indzio kiekiu, InGaN/GaN kvantinés duobés su
skirtingu indzio kiekiu bei InGaN/GaN kvantinés duobés
su skirtingo plocio duobémis. Visi bandiniai buvo
uzauginti ant safyro padékly, naudojant cheminio
metalorganinio junginio nusodinimo i§ gary fazés
(MOCVD) technologija. Bandiniai buvo
charakterizuojami, naudojant fotoliuminescencijos (FL)
metodika, matavimus atliekant plaiame suzadinimy
intervale. Optinis stiprinimas buvo tiriamas, naudojant
kintamo juostelés ilgio (VSL) metodikg. Visi matavimai
buvo atlickami kambario temperatiiroje.

Tirty InGaN/GaN dariniy FL spektrai, i§matuoti
zemo suzadinimo salygomis, apéme placia spektring sritj
nuo 380 iki 520 nm — didinant indzio kiekj darinyje, FL
juosta slinko ] ilgabange puse bei platéjo, atspindédama
augant] lokalizuoty kriivininky rekombinacijos indélj.
Didinant suzadinima, bandiniy FL spektrai slinko j
trumpabange pusg, o virSijus tam tikrg suzadinimag
(priverstinés spinduliuotés slenkstj), spektre atsirado
antra juosta, atspindinti priverstinius Suolius. Dariniuose
su mazu indzio kiekiu antroji juosta atsirado ant
ilgabangio pagrindinés FL juostos S$laito, tuo tarpu
dariniuose su dideliu indzio kiekiu — ant trumpabangio
Slaito. Toks priverstinés spinduliuotés juostos padéties
pasikeitimas atsiranda dél augancios kriivininky
lokalizacijos jtakos.

Gauti rezultatai atskleidé, jog priverstinés
spinduliuotés slenkstis mazéja, didinant indzio kiekj iki

10-12% tiek kvantinése duobése, tiek epitaksiniuose
sluoksniuvose — dominuoja teigiama kriivininky
lokalizacijos, kuri apsaugo  krOvininkus  nuo
nespindulinés rekombinacijos centry, jtaka. Tolimesnis
indzio kiekio didinimas lemia vis prastesn¢ darinio
kokybe, kurios nebeatsveria krivininky lokalizacija, ir
priverstinés spinduliuotés slenkstis auga. Kvantiniy
duobiy dariniuose slenkséio augima galima sulétinti,
didinant duobés plotj — geresnis elektrono ir skylés
banginiy funkcijy persiklojimas lemia didesnj optinj
stiprinimg bei mazesnj priverstinés spinduliuotés
slenksti. Tuo tarpu, epitaksiniuose sluoksniuose slenkstis
iSauga tiek, kad priverstinés spinduliuotés nesimato net ir
prie auksciausiy eksperimentuose naudoty suzadinimy.
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